
2.1 ポリイミド基材

ポリイミド基材を用いて新規に開発したインターポーザーの

外観を以下に示す。図1は基材として40μm厚ポリイミドを用

いた例であり，図1を模式的に拡大したものを図2に示す。�
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Pitch: 150μmp
Bump Diameter: 75μmφ
Bump Height: 10～25μmt
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Pitch: 500μmp
Via Diameter: 150μmφ
Via Height: 2.0～16.0μmtμ











8. おわりに

今回我々は，Auスタッドバンプとの接合信頼性の高いSnAg

はんだバンプを形成し，良好にViaフィルを行った鉛フリー化

に対応できる全く新しいCSP


